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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Бакалаври за напрямком підготовки "Мікро- та наноелектроніки", які 
вступають до Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара для навчяння за освітніми програмами: "Мікро- та наноелектронні 
прилади та пристрої " і "Фізична та біомедична електроніка", рівень магістр та 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст повинні пройти фахові вступні 
випробування у вигляді тестових завдань, які структурно охоплюють 4 
нормативних розділа. 

 
 

2. ПЕРЕЛІК ТА НАЗВИ РОЗДІЛІВ ЗА ЯКИМИ БУДУТЬ АТЕСТУВАТИСЯ 
СТУДЕНТИ 

Розділ 1 – Мікропроцесорна техніка та елементи програмування. 
Розділ 2 – Фізика твердого тіла та твердотільна електроніка. 
Розділ 3 – Теорія електричних та електронних кіл. 
Розділ 4 – Аналогова та цифрова схемотехніка.  

 
3. ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Мета і завдання дисциплін: 
 Метою опанування розділів є формування  знань про закономірності 
прогнозування, розробки, виробництва, застосування та розповсюдження знань в 
галузях фiзичної електронiки, фiзики i технологiї матерiалiв та компонентiв 
електронної технiки, мiкроелектронiки i напiвпровiдникових приладiв, 
електронних приладiв та пристроїв, промислової електронiки, бiомедичної  
електронiки. Предметом дiяльностi фахівця, який навчається за освітніми 
програмами "Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої " і "Фізична та 
біомедична електроніка", рівень магістр та освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліст  та опановують  професію інженера в галузі електроніки та 
телекомунікацій є участь в складаннi технiко-економiчних обґрунтувань та 
технiчних завдань, а також вирiшеннi проектних завдань в галузях технологiй, 
матерiалiв, компонентiв, приладiв, пристроїв та систем електронної технiки 
рiзноманiтного призначення. Функцiональнi обов'язки інженера в галузі 
електроніки та телекомунікацій полягають в забезпеченні усiх етапiв життєвого 
циклу засобiв електронної технiки, таких як прогнозування, дослідження, 
проектування,  виробництво, менеджмент та маркетинг, експлуатацiя, 
модернiзацiя, утилiзацiя на посадах управлiнського складу,  а саме: інженера у 
науково-дослiдних, проектно-конструкторських iнститутах та на виробництвi,  а 
також викладача  вiдповiдних  дисциплiн  у  загальноосвітніх, спеціальних 
навчальних закладах, референта, консультанта-продавця або менеджера в 
комерцiйних фiрмах та рекламних  агенціях. 

Завдання дисциплін: 
- знати основні особливостi об'єктiв та процесів в електронних приладах 

(зокрема основні розділи фізики твердого тіла, мікропроцесорної техніки та елементів 
її програмування, твердотільної, аналогової та цифрової схемотехніки та технологічні 
основи електроніки). 

- вмiти взаємодiяти iз користувачем засобiв електронiки з метою дослiдження 
його потреб та формулювання завдання на проектування; 



- вмiти самостійно вибирати та обґрунтовувати застосування обраних засобiв 
електронiки в цiлому та їх компонентiв  (прилади, пристрої, матерiали, технологiї, 
системи); 

- мати навички створення  засоби  електронiки   рiзноманiтного призначення. 
 

4. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ АТЕСТАЦІЇ 
 
Розділ 1– Мікропроцесорна техніка та елементи програмування: 
 
1.1 Структура мікропроцесорної системи 
1.2 Шинна організація МПС. Адресна система. 
1.3 Загальна структура й основні функції мікропроцесорів. 
1.4 Режими роботи мікропроцесорної системи.  
1.5 Основні дані, що характеризують мікропроцесор. 
1.6 Структурна схема мікропроцесора. 
1.7 Архітектура мікроЕОМ.  
1.8 Способи адресації команд і схеми їхнього виконання. 
1.9 Команди МП КР580ИК80 (класифікація за призначенням. приклади). 
1.10 Системи числення. 
1.11 Переклад чисел з однієї системи числення в іншу. 
1.12 Коди чисел у МПС. 
1.13 Арифметичні дії з кодами чисел. 
1.14 Способи представлення чисел у мікроЕОМ. 
1.15 Арифметичні вирази в С++. 
1.16 Оператор if  в С++. 
1.17 Оператор swich в С++. 
1.18 Оператор while в С++. 
1.19 Оператор do...while в С++. 
1.20 Стандартні типи даних С++.  
1.21 Використання масивів в С++. 
1.22 Використання функцій в С++. 
 
 
Розділ 2– Фізика твердого тіла та твердо тільна електроніка. 
 
2.1 Класична теорія електропровідності. Рухомість носіїв заряду, питомий опір 

та провідність. 
2.2 Статистика електронів та дірок в напівпровідниках. Густина квантових 
станів. Функція розподілу Фермі - Дірака для електронів та дірок. 
2.3 Дифузійний   та   дрейфовий   струми   в   напівпровідниках.   Рівняння 

неперервності. 
2.4 Напівпровідник у зовнішньому електричному полі. Дебаєвська довжина 

екранування. 
2.5 Явища Холла. 
2.6 BAX р-n переходу. 
2.7 Товщина шару об'ємного заряду   р-n переходу. Бар'єрна та дифузійна 

ємність р-n переходу. Варикапи, їх характеристики та параметри. 
2.8 Контакт вироджених n- та р- напівпровідників. Тунельний діоди, їх 

характеристики та параметри. 



2.9 Пробій р-n переходу. Стабілітрони, їх характеристики та параметри. 
2.10 Внутрішній фотоефект. Фото діоди та фототранзистори, їх характеристики та 
парметри. 
2.11 Контакт метал - напівпровідник. Товщина шару об'ємного заряду в контакті 
метал - напівпровідник. Діоди Шотки. 
2.12 Біполярні транзистори, їх характеристики та параметри. 
2.13 Динамічний режим роботи біполярного транзистора. Класи підсилення А, В, 
AB, C 
2.14 Схеми завдання та стабілізації режиму роботи біполярного транзистора. 
2.15 Польові транзистори з р-n переходом та МДН транзистори, їх 
характеристики та параметри. 
2.16 Тиристори, їх характеристики та параметри. 
 
Розділ 3– Теорія електричних та електронних кіл: 
 
3.1 Закон Ома. Рівняння Кіргофа для постійного та змінного струмів. 
3.2 Послідовний коливальний контур. Резонанс напруг. 
3.3 Паралельний коливальний контур. Резонанс струму. 
3.4 Зв'язані контури. Резонанс в індуктивно зв'язаних контурах. 
3.5 Електричні фільтри, їх характеристики та параметри. 
3.6 Чотириполюсники, їх характеристики та параметри. 
3.7 Перехідні процеси в RC, RL, RLC- колах. 
3.8 Методи перетворення електричних кіл. 
3.9 Методи розрахування складних електричних кіл. Метод сигнальних графів. 
3.10 Операторний метод аналізу перехідних процесів. 
3.11 Спектральний метод аналізу перехідних процесів. 
 
 
Розділ 4– Аналогова та цифрова схемотехніка.  
 
4.1. Інтегральні перетворення Фур'є, Лапласа та z-перетворення: означення, 
основні властивості та використання при моделюванні електронних схем. 
4.2. Підсилювачі низької частоти. 
4.3. Зворотні зв'язки в підсилювачах. 
4.4. Диференціальні підсилювальні каскади. 
4.5. Вихідні каскади підсилення, характеристики та параметри. 
4.6. Операційні    підсилювачі.    Функціональні    пристрої    на   операційніх 

підсилювачах. 
4.7. Генерація коливань. Баланс амплітуд, баланс фаз. Генератори. 
4.8. RC- генератори з поворотом фази. 
4.9. AM, ЧМ та ФМ- модуляція коливань. 
4.10. Детектування сигналів. Детектори. 
4.11. Логічні елементи та схеми. Послідовні логічні пристрої. 
4.12. Комбінаційні логічні пристрої. Типові функціональні вузли цифрових 

комбінаційних логічних пристроїв. 
4.13. Перетворювачі кодів. Дешифратори. 
4.14. Цифрові компаратори. 
4.15. RS, D, Т, JK-тригери. 
4.16. Регістри, лічильники. 
4.17. Дискретизація неперервних сигналів. 



4.18. Фурьє-перетворення дискретних сигналів. 
4.19. Алгоритми швидкого перетворення Фурьє. 
4.20. Z-перетворення та його основні властивості. 
4.21. Найважливіши характеристики цифрових фільтрів. Рекурсивні та 

нерекурсивні фільтри. 
4.22. Методи синтезу цифрових фільтрів з нескінченною імпульсною 

характеристикою. Метод білінійного Z-перетворення. 
4.23. Методи синтезу цифрових фільтрів з кінцевою імпульсною 

характеристикою. 
 

5. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ 
 

Завдання (екзаменаційні білети) складатимуться з 36 тестових завдань. Тестові 
завдання за розділами атестації розподіляються наступним чином: Розділ 1 – 7 
питань , розділ 2 – 7 питань, розділ 3 – 11 питань, розділ 4 – 11 питань. За вірні 
відповіді на питання тестових завдань 1 та 2 розділів (з вибором однієї правильної 
відповіді) нараховується 4 бали; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або 
вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. За вірні відповіді на 
питання тестових завдань 3 та 4 розділів (з вибором однієї правильної відповіді) 
нараховується 2 бали; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано 
більше однієї відповіді, або відповіді не надано. Максимальна кількість набраних 
балів при наявності вірних відповідей на всі питання – 100 балів. 
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